
ورود سه لایه سیلیکون- پی، در ترانزیستور نیمه رسانا اکسید فلز با توزیع مضاعف جانبی
چکیده- هدف اصلی این  مقاله، وارد کردن سه لایه سیلیکون-پی در منطقه دریفت و اکسید دفن‌شده ترانزیستور MOSFET[footnoteRef:1] با توزیع مضاعف جانبی (LDMOS)[footnoteRef:2]، است. یکی از این لایه‌ها در ناحیه دریفت و دو لایه دیگر در اکسید دفن‌شده، قرار می‌گیرند. علاوه بر این، چنین لایه‌هایی دارای اندازه‌های مختلفی هستند. این مدل جدید، دارای ولتاژ جرقه‌زنی بالا و مقاومت پایین بوده که باعث بهبود شاخص شایستگی (FOM)[footnoteRef:3] در این ترانزیستور برق می‌شود. همچنین جایگزین کردن لایه سیلیکون- پی به جای دی‌اکسید سیلیکون در منطقه دریفت، باعث کاهش دمای شبکه شده و کمکی به پویایی دستگاه می کند. با استفاده از شبیه‌ساز اطلس (ATLAS)[footnoteRef:4]، پارامترهای الکتریکی مدل جدید، با مدل قدیمی مقایسه می‌شود. [1:  ترانزیستور اثر میدانی نیمه‌رسانا اکسید فلز]  [2:  ترانزیستور نیمه‌رسانا اکسید فلز دو نفوذی]  [3:  شاخص شایستگی]  [4:  شبیه‌ساز اطلس] 
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